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三维存储器及其制备方法

(57)摘要

本申请提供了一种三维存储器及其制备方

法。三维存储器的制备方法包括：在衬底的一侧

形成包括堆叠的伪栅极层和层间绝缘层的叠层

结构，各个相邻的所述伪栅极层和所述层间绝缘

层形成多个阶梯台阶，其中暴露每个所述阶梯台

阶的所述层间绝缘层的至少一部分；形成覆盖所

述阶梯台阶的缓冲层；去除所述缓冲层的、覆盖

所述阶梯台阶的侧壁的部分以形成多个间隔槽；

形成填充所述间隔槽并覆盖所述阶梯台阶的介

质层；以及形成贯穿所述介质层、所述缓冲层并

延伸至最远离所述衬底的所述伪栅极层的接触

孔。
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